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(54) TlUe: METHOD FOR THE PRODUCTION OF A PLURALITY OF OPTO ELECTRONIC SEMICONDUCTOR CHIPS 
AND OPTO-ELECTRONIC SEMICONDUCTOR CHIP 

(54) Bezeichnung: VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EDSTER VIELZAHL VON OPTOELEKTRONISCHEN HALBLEITER- 
CHIPS UND OPTOELEKTRONISCHER HALBLETTBRCHIP 

(57) Abstract: The invention relates to a 
method for the production of a plurality 
of opto-electronic semiconductor chips 
respectively comprising a plurality of 
structural elements respectively consisting of 
at least one semiconductor layer. According 
to the inventive method, a chip composite base 
is produced, said base comprising a substrate 
and an epitaxial surface. A non-closed mask 
material layer is grown on the epitaxial 
surface. The mask material layer consists of 
a plurality of statistically distributed windows 
having various forms and/or opening surfaces. 
A masking material is selected in such a 
way that a semiconductor material of the 
semiconductor layer, which is grown in a later 
step of the inventive method, cannot grow 
on said material or grows in a substantially 
worse manner in comparison with the epitaxial 
surface. Subsequently, semiconductor layers 
are deposited on the epitaxial surface in an 
essentially simultaneous manner on areas 
located inside the windows. In another step of 
the inventive method, the chip composite base 
with deposited material is separated to form semiconductor chips. The invention also relates to an optoelectronic semiconductor 
element produced according to said method. 




(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Verfaren zur Herstellung einer Vielzahl von optoelektronischen Halbleiterchips, 
die jeweils eine Vielzahl von Strukmrelementen mit jeweils mindestens einer Halbleiterschicht aufweisen. Bei dem Verfahren wird 
eine Chipverbund-Basis bereitgestellt, die ein Substrat sowie eine Auf wachsoberfl ache aufweist. Auf die Aufwachsoberflache wird 
eine nicht geschlossene Maskenmaterialschicht derart aufgewachsen, dass die Maskenmaterialschicht eine Vielzahl statistisch ver- 
teilter Fenster mit variierenden Formen und/od^ Offnungsfl^chen aufweist, wobei ein Maskenmaterial derart gew^lt ist, dass sich 
ein in einem sj^teren Verfahrensschritt aufzuwachsendes 
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Halbleitermaterial der Halbleiterschicht auf diesem im Wesentlichen nicht oder im Veigleich zur AufwachsoberflMche 
wesentlich schlechter aufwachsen l^st. Nachfolgend werden Halbleiterschichten im Wesentlichen gleichzeitig auf innerhalb 
der Fenster liegende Bereiche der AufwachsoberflSche abgeschieden. Ein weiterer Verfahrensschritt ist das Vereinzeln der 
Chipverbund-Basis mit aufgebrachtem Material zu Halbleiterchips. Die Erfindung betriflft zudem ein nach dem Verfahren 
heigestelltes optoelektronisches Halbleiterbauelement. 



